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希土類ホウ化物はクラスター化合物[1]から層状化合物[2]まで精力的に研究されてきた。TmAlB4系

などで興味深い物性が見出された[2-4]。-TmAlB4は、ホウ素の２次元面が金属原子（Tm, Al）の層を

挟みこんだような YCrB4型構造をしている。興味深いことにネール点 TN以下で更に複数の転移が観測

されている。その起源については、詳細な単結晶構造解析により、2 次元面内に必然的に ThMoB4型構

造（-型）の building defect が実は発生し（図 1 は-TmAlB4中の-型欠陥の TEM 像[5]）、複数転移

という形で物性に影響を及ぼしていることが示唆されている[3]。 

結晶のフラックス成長において、育成条件を極端に変えることによって、単結晶Ｘ線の詳細な解析

と TEM 観察より building defect の無い、-TmAlB4 の単結晶の成長に

成功した[6]。言い換えると、結晶育成条件により、building defect の制

御が可能になった。ピコ秒レーザーを活用したサーモリフレクタンス

法(TDTR)により、ミクロ結晶の熱伝導率を測定した。-TmAlB4 にお

いて、こうしたナノスケール building defect が熱伝導率を～30%低減す

る作用をしていることが明らかになった（図 2）[7]。最近熱電材料の

研究開発において高性能化へ向けて、熱伝導率の制御が大きな鍵とな

っており[8]、今回の層状化合物における知見は欠陥の制御性において

も興味深い。一方で、AlB2の熱物性的な異方性が調べられて、簡単な

直観に反して、ｃ軸の熱伝導率が、グラファイト的な[B]面内の熱伝導

率の 2 倍近く大きいということが明らかになり、炭素系材料とホウ素系

材料のボンディングの大きな違いを表した[7]。 
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Fig.2 -TmAlB4の TDTR 信号[7].

Fig.1 TmAlB4 系における 
building defect [5]. 
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